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１．概要（Summary） 

薄型メンブレン構造を持つMEMSデバイスを検討する

上で、6 インチウエハを用いた TEOS-SiO2 成膜条件を

確立する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

(B5) プラズマCVD装置（MPX-CVD） 

 

【実験方法】 

標準条件を用いて連続成膜時の膜厚安定性を確認し

た（Tab. 1）。 

Tab. 1 TEOS Deposition conditions in MPX-CVD. 

 

 

なお、膜厚測定には弊社装置を使用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 10 枚連続成膜時の膜厚推移を Fig.1 に、標準偏差と

MAX-MIN値を Tab. 2に示す。 

 

Fig. 1 Film thickness transition. 

 

Tab. 2 Standard deviation and MAX-MIN values. 

 

 

 装置使用開始時にはチャンバーがクリーンな状態で

あり、チャンバー側壁に SiO2膜を付着させ雰囲気を安定

させるために、少なくとも 1枚以上はダミーランを行うことが

有効である。 
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